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※概要（Summary）： 
Dirac粒子系として記述される特異な電子状態を有する

グラフェンは，極めて高いキャリア移動度を示すことから次

世代の高速動作トランジスタのチャネル材料として期待さ

れている．工業的応用の観点から，グラフェンの高品質，

かつ大面積合成が広く試みられており，特に単層グラフェ

ンの合成にはCu金属触媒を用いた化学気相堆積(CVD)
法が有望と考えられている[1]．金属触媒上にCVD合成し

たグラフェンをトランジスタのチャネルとして利用するには

絶縁体基板への転写が必須となる．この転写プロセスで

は，グラフェンの支持層としてレジストが広く用いられてお

り，さらにトランジスタ作製におけるリソグラフィ工程におい

てもレジストは繰り返し利用される．しかし，それらのレジス

トの高分子膜は除去処理の後もグラフェン表面に強固に

残存し，グラフェンへの非本質的なキャリアドーピングや

輸送特性の劣化の原因と成り得ると考えられている[2,3]． 
そこで本研究では，グラフェンに対するレジストの高分子

残留物の影響を抑制することを目的に，酸化物薄膜をグ

ラフェンの保護膜として用いた新規の転写プロセス技術を

構築を試みた． 
※実験（Experimental）： 
・真空蒸着装置・スピンコーター・ホットプレート 
・有機／酸ドラフト 

グラフェンの転写，およびトランジスタ作製プロセスの際に，

グラフェンとレジストとが直接接触することを防ぐことを目

的に，持ち込みのCVD法でCu触媒上に合成した単層グ

ラフェン上に，酸化物保護膜(Al2O3，Cr2O3，TiO2, NiO)
を形成した．これらの酸化物保護膜は，金属薄膜(Al，Cr，
Ti，Ni: ~1 nm)を真空蒸着装置を用いてグラフェン上に

堆積し，大気中で自然酸化させることで得た．転写プロセ

スは従来手法と同様に，レジストを支持層としてCu触媒を

ウェットエッチングにより除去することで，酸化物保護膜/グ
ラフェンをSiO2/Si基板に転写した． 

 
Fig. 1. Process flow of CVD graphene 
transfer with oxide-passivations 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 1 に本研究で試みた酸化物保護膜を利用した CVD
グラフェンの転写プロセスフローを示す．本手法では特

にグラフェンに目立ったクラックや皺などが入ること

なく転写できることが分かった． 
※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
作製した酸化物保護膜/CVD グラフェン/SiO2/Si 基板の

各種試料に対して，分光，および電気特性を評価し，酸

化物保護膜の有用性を検証する． 
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